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GE-steget (Gemensam emitter)
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Inimpedans, utimpedans, förstärkning
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GE-steget vs EF-steget (emitterföljare)
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GE-steget EF-steget



EF-steget
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EF-stegets inimpedans
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EF-stegets utimpedans
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EF-stegets förstärkning

2017-11-10 8

TSTE05 Elektronik & mätteknik - Föreläsning 15



Sammanställning EF-steget
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Några transistortyper
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N-kanal JFET-transistor
Junction – Field Effect Transistor 
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Konstruktion Symbol

Ju mer negativ uGS görs, 
desto smalare blir kanalen.
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N-kanal JFET-transistor
Karakteristika
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N-kanal MOSFET av anrikningstyp
Metal Oxid Semiconductor
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Konstruktion Symbol

Ju mindre positiv uGS görs, desto smalare blir kanalen.



N-kanal MOSFET av utarmningstyp
Metal Oxid Semiconductor
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Konstruktion Symbol

Ju mer negativ uGS görs, desto smalare blir kanalen.



Draindiagram för N-kanal MOSFET
– skillnad mellan anrikning och utarmning
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Anrikning Utarmning



GS-steg – Gemensam Source (N-kanal)
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Self-biased Fixed-biased



Self-biased GS-steg – likströmsschema
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Likströmsschema Gate-source-kretsen
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Arbetspunkten för en FET-transistor
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FET – småsignaler – g-parameterschema 
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GS-steget – Ekvivalent småsignalschema
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